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１．概要（Summary） 

 我々の研究室では、電子線グラフト重合法を用いて温

度応答性細胞培養膜の作製を行ってきた。作製した培養

膜を用いることで細胞の損傷や分解を抑制し、温度変化

の制御のみでセルシートの獲得に成功している。[1] しか

し、体内の組織には配向性を持っている部分も多く、現在

の細胞培養器材ではランダムな方向でしか細胞を増殖で

きないため生体内の構造を再現することは難しい。そのた

め温度応答性細胞培養膜に微細構造を導入することで 、

配向性を持つセルシートの獲得を目指した。そこで、早稲

田大学ナノテクノロジー研究所の施設を利用し、フォトリソ

グラフィープロセスを用いて Line & space の溝構造を持

つ Siモールドを作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ICP-RIE装置、両面マスクアライナ 

【実験方法】 

Siチップにアライナを用いてUV露光を行った。その際、

4µmピッチのLine & Spaceをもつフォトマスク(東洋精密

工業株式会社 )を使用した。Si チップの現像後、

ICP-RIE 装置を用いてドライエッチングを行った。ドライ

エッチング条件は、ICP Power 100 W、Bias Power 

240 W、エッチングガス SF6、ガス流量 20 sccm、圧力 

1.0 Pa とした。ここで異なる溝深さ 0.5、1.0、1.5µm の 3

種類のSiモールドを作製するため、エッチング時間を3.2

分、6.4分、9.6分の 3種類とした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した Si モールドを Fig.1 に示す。また、自研究室

にて測定したSiモールドの断面観察結果をFig.2に示す。

目標とする値の微細構造を有する Si モールドを作製でき

た。 

 

 

 

 

Fig.1 Picture of Si mold 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Pictures of Cross-section observation  

of Si molds 
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